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【公開日】平成26年9月25日(2014.9.25)
【年通号数】公開・登録公報2014-052
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月4日(2016.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体が配置された処理容器の内部に処理ガスを供給するガス供給工程と、
　前記処理容器の内部に供給された処理ガスのプラズマを生成するための電力であり、周
波数が１００ＭＨｚ～１５０ＭＨｚであるプラズマ生成用電力と、前記プラズマ生成用電
力よりも周波数が低い電力であるバイアス用電力とを供給する電力供給工程と、
　デューティ比が１０％～７０％となり、かつ、周波数が５ｋＨｚ～２０ｋＨｚとなるよ
うに前記バイアス用電力をパルス変調しながら、前記処理ガスのプラズマにより被処理体
をエッチングするエッチング工程と
　を含むことを特徴とするプラズマ処理方法。
【請求項２】
　前記エッチング工程は、デューティ比が４０％～６０％となり、かつ、周波数が５ｋＨ
ｚ～１０ｋＨｚとなるように前記バイアス用電力をパルス変調しながら、前記処理ガスの
プラズマにより被処理体をエッチングすることを特徴とする請求項１に記載のプラズマ処
理方法。
【請求項３】
　前記バイアス用電力の周波数が４００ｋＨｚ～１３．５６ＭＨｚであることを特徴とす
る請求項１又は２に記載のプラズマ処理方法。
【請求項４】
　前記被処理体は、ポリシリコン膜と、ＳｉＯ２膜又は有機膜とを含み、
　前記エッチング工程は、前記ＳｉＯ２膜又は前記有機膜をマスクとして前記処理ガスの
プラズマにより前記ポリシリコン膜をエッチングすることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか一つに記載のプラズマ処理方法。
【請求項５】
　前記被処理体は、ＳｉＯ２膜と、有機膜又はポリシリコン膜とを含み、
　前記エッチング工程は、前記有機膜又は前記ポリシリコン膜をマスクとして前記処理ガ
スのプラズマにより前記ＳｉＯ２膜をエッチングすることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか一つに記載のプラズマ処理方法。
【請求項６】
　前記被処理体は、ＳｉＯ２膜とポリシリコン膜との積層膜と、有機膜とを含み、
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　前記エッチング工程は、前記有機膜をマスクとして前記処理ガスのプラズマにより前記
積層膜をエッチングすることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載のプラズマ
処理方法。
【請求項７】
　前記積層膜は、少なくとも２４層以上積層されることを特徴とする請求項６に記載のプ
ラズマ処理方法。
【請求項８】
　前記処理ガスは、臭素又は塩素と、フッ素と、酸素とを含むことを特徴とする請求項１
～７のいずれか一つに記載のプラズマ処理方法。
【請求項９】
　前記処理ガスは、アルゴンをさらに含むことを特徴とする請求項８に記載のプラズマ処
理方法。
【請求項１０】
　前記処理ガスは、ＣＦ系ガスを含むことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記
載のプラズマ処理方法。
【請求項１１】
　前記バイアス用電力は、５００Ｗ～３０００Ｗであることを特徴とする請求項１～１０
のいずれか一つに記載のプラズマ処理方法。
【請求項１２】
　前記エッチング工程によってエッチングされた前記被処理体の中心位置のエッチングレ
ートと、当該被処理体の中心位置から径方向に沿って周縁側に所定距離だけシフトした位
置のエッチングレートとの差は、－１．２（ｎｍ／ｍｉｎ）～１．２（ｎｍ／ｍｉｎ）で
あることを特徴とする請求項１～１１のいずれか一つに記載のプラズマ処理方法。
【請求項１３】
　被処理体が配置された処理容器と、
　前記処理容器の内部を減圧するための排気部と、
　前記処理容器の内部に処理ガスを供給するためのガス供給部と、
　前記処理容器の内部に処理ガスを供給する工程と、前記処理容器の内部に供給された処
理ガスのプラズマを生成するための電力であり、周波数が１００ＭＨｚ～１５０ＭＨｚで
あるプラズマ生成用電力と、前記プラズマ生成用電力よりも周波数が低い電力であるバイ
アス用電力とを供給する工程と、デューティ比が１０％～７０％となり、かつ、周波数が
５ｋＨｚ～２０ｋＨｚとなるように前記バイアス用電力をパルス変調しながら、前記処理
ガスのプラズマにより被処理体をエッチングする工程とを実行する制御部と
　を備えたことを特徴とするプラズマ処理装置。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本実施形態に係るプラズマ処理方法は、１つの実施形態において、バイアス用電
力の周波数が４００ｋＨｚ～１３．５６ＭＨｚである。 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、下部電極３１には、例えば周波数が１００ＭＨｚ～１５０ＭＨｚの高周波電力を
供給する第１の高周波電源４５ａと、例えば第１の高周波電源４５ａよりも周波数の低い
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４００ｋＨｚ～１３．５６ＭＨｚの高周波電力を供給する第２の高周波電源４５ｂと、が
夫々整合器４６ａ、４６ｂを介して接続されている。第１の高周波電源４５ａより供給さ
れる高周波電力は、後述する処理ガスをプラズマ化する役割を果たし、第２の高周波電源
４５ｂより供給される高周波電力は、ウエハＷにバイアス電力を印加することでプラズマ
中のイオンをウエハＷ表面に引き込む役割を果たす。以下では、説明の便宜を図るため、
第１の高周波電源４５ａより供給される高周波電力をプラズマ生成用電力と呼び、第２の
高周波電源４５ｂより供給される高周波電力をバイアス用電力と呼ぶことがあるものとす
る。 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　また、本実施形態によれば、バイアス用電力の周波数が４００ｋＨｚ～１３．５６ＭＨ
ｚである。その結果、プラズマ中のイオンを効率良く引き込むことができるので、被処理
体の被処理面の均一性を更に精度良く維持するようにプロセス条件の設定範囲、つまり、
処理装置及び処理のマージン（許容範囲）を広く出来、装置を停止することなく処理する
ことが可能となる。
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